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1．緒言 

EUV リソグラフィの課題の一つである低 LWR の要因として、レジスト薄膜中の化学組成分布の

不均一性が考えられている。以前、我々は軟 X線共鳴散乱法（RSoXS）による評価を行い、ポリ

ヒドロキシスチレン（PHS）系レジスト薄膜中の空間的な化学組成分布に与える溶剤の効果を報

告している [1]。しかしながら、塗膜中に残存する溶剤量や溶剤の種類が露光特性にどのような

影響を及ぼすかについては検証していない。今回我々は、Boc 基を導入した PHS ポリマーを用い

て RSoXS 散乱強度と露光感度との相関を検証した。 

2．実験と結果 

感度評価を行うために、PHS-Boc（ヒドロキシル基 50%保護体）を合成した。評価する塗膜は、

溶剤に PGME、光酸発生剤に TPS-Tf を用いて、Si ウエハ上に膜厚 50nm となるようスピンコートで

調製し、種々の温度でプリベークした。プリベーク温度が高い程、塗膜中の残溶剤量が少なくな

ることが示唆されている。残溶剤量が化学組成分布に及ぼす影響は、ニュースバル放射光施設の

BL10 の RSoXS 散乱強度測定で評価した。露光感度への影響は BL03 の EUV 露光装置と、低エネル

ギー電子線照射装置（LEEFET）を用い、EUV 露光と同等の電子線エネルギーを用いて評価した。 

 EUV 露光の結果を図 1に示す。縦軸は残膜率、横軸は露光量であり、プリベーク温度の上昇に

伴い残膜率が 0％に達する露光量が低下し、露光感度が向上した。次に LEFFET を用いた評価結

果を図 2に示す。縦軸は膜厚減少値であり、同一露光量で膜厚減少値が大きいほど高感度であ

る。LEEFET による評価においてもプリベーク温度の上昇に伴う感度向上が確認された。これら

の結果から、光照射および電子線照射のいずれにおいても、露光感度は塗膜中の残溶剤量が少な

いほど向上することが分かった。 

 
3．結言 

 本研究ではレジスト薄膜中の残溶剤量がレジスト薄膜中の化学組成分布に与える効果の検討を

行った。発表では溶剤種が与える露光感度への影響についても報告する。 
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